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Посвящается 70-летию со дня рождения
Мальцева Петра Павловича

ВВЕДЕНИЕ

В данный сборник вошли статьи сотрудников федерального государственно-
го автономного научного учреждения «Институт сверхвысокочастотной по-
лупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии
наук» (ИСВЧПЭ РАН), опубликованные в период с 2010 по 2017 гг., кото-
рые освещают новые направления исследований наногетероструктур А3В5
(арсенид галлия и нитрид галлия):

• расчет и моделирование систем на кристалле с интегрированными антен-
нами и усилителями для крайне высоких частот;

• создание фотопроводящих антенн для терагерцовых устройств.

Статьи использованы при выполнении работ по заказу Минобрнауки
России в рамках: ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радио-
электроники» на 2008–2015 годы, ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России» на 2007—2013 годы и на 2014—2020 годы.

Кратко можно отметить следующие основные моменты биографии
Мальцева П.П.: родился 28 сентября 1947 г., закончил физико-математиче-
скую среднюю школу № 110 в г. Ташкенте в 1967 г., получил высшее техни-
ческое образование в Ташкентском электротехническом институте связи
(1967—1971 гг.) и закончил аспирантуру Московского электротехнического
института связи (1973—1977 гг.). Работал в 22-м Центральном научно-иссле-
довательском институте Министерства обороны (1977—1989 гг.), секции
прикладных проблем при Президиуме Российской академии наук (1989—
2007 гг.), Технологическом центре МИЭТ (2007—2009 гг.), а с 2010 г. — ди-
ректор и с 2016 г. по н.в. — научный руководитель ИСВЧПЭ РАН.

В 1985—1986 гг. Мальцев П.П. с коллективом научно-исследовательского
института молекулярной электроники (НИИМЭ) сформировал комплекс-
но-целевую программу по разработке цифровых интегральных схем на арсе-
ниде галлия двойного назначения. Создание интегральных схем на арсениде
галлия и их испытания стали основой докторской диссертации П.П. Маль-
цева (1994 г.) и присвоения звания профессора (1996 г.), а затем по данной
тематике ему в составе коллектива ученых была присуждена премия Прави-
тельства Российской Федерации в области науки и техники за 1999 г.
(в 2000 г.).

Мальцев П.П. является известным специалистом в области электроники,
он активно участвовал в разработке комплексно-целевых программ по созда-
нию приборов наноэлектроники (1995 г.) и по разработке микросистемной
техники (1998 г.) двойного назначения.



Мальцев П.П. разработал в 2010 году технологическую платформу ТП
104 «Мобильные и беспроводные коммуникации в миллиметровом диапазо-
не длин (60—90 ГГц)» (организатор ИСВЧПЭ РАН), которая вошла в техно-
логическую платформу «СВЧ-технологии», включенную в Перечень техноло-
гических платформ (утвержден решениями Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям (от 01.04.2011 г. протокол №2 и от
05.07.2011 г. протокол №3) и решением президиума Правительственной ко-
миссии по высоким технологиям и инновациям (от 21.02.2012 г. протокол
№2) — позиция в перечне №26).

Научная жизнь Мальцева П.П. тесно переплелась с работой в качестве
главного редактора журналов «Нано- и микросистемная техника» (с 1999 г.
по н. в.), «Электроника: Наука. Технология. Бизнес» (2005—2011 гг.) и «На-
ноиндустрия» (2007—2011 гг.). Он активно внедрял научные результаты в
образовательный процесс и в 1999 г. создал кафедру микросистемной техни-
ки в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики
(МИРЭА), которую возглавлял до 2016 г. – до создания объединенной ка-
федры наноэлектроники. За время работы кафедры было подготовлено более
трехсот специалистов по микросистемной технике, и бакалавров и магистров
по специальности «нанотехнологии и микросистемная техника», а также
около десятка кандидатов технических наук.

Мальцев П.П. внес большой вклад в подготовку специалистов высшей
квалификации, работая в составе экспертного совета Высшей аттестационной
комиссии России (с 1998 г. по н. в.). Он является соавтором более 250 публи-
каций, а также около 40 результатов интеллектуальной деятельности.

В 2014 г. П.П. Мальцев награжден знаком «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации», а в 2015 г. ему присуждена премия им. А.А. Рас-
плетина Российской академии наук за цикл публикаций по созданию СВЧ-
систем на кристалле на широкозонных полупроводниках для миллиметрово-
го диапазона длин волн.

Ранее вышел сборник статей, посвященный 70-летию члена-корреспон-
дента РАН В.Г. Мокерова (1940—2008 гг.), в который вошли статьи сотруд-
ников ИСВЧПЭ РАН, опубликованные в период с 1986 по 2009 годы (моно-
графия «Наногетероструктуры в сверхвысокочастотной полупроводниковой
электронике». Техносфера, М., 2010. — 432 с. Составитель: П.П. Мальцев).

Данный сборник статей посвящается 70-летию со дня рождения заслу-
женного деятеля науки РФ, д.т.н., профессора Мальцева Петра Павловича –
директора ИСВЧПЭ РАН с 2010 по 2016 годы.

Директор ИСВЧПЭ РАН,
д.т.н., профессор С.А. Гамрелидзе
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Фотография от 22 мая 2018 г.: установление на здании ИСВЧПЭ РАН
памятной доски с барельефом члена-корреспондента Российской академии
наук Мокерова Владимира Григорьевича — директора, организатора инсти-
тута с 2002 по 2008 годы. Слева — Мальцев Петр Павлович, д.т.н., профес-
сор, научный руководитель ИСВЧПЭ РАН; справа — Гамкрелидзе Сергей
Анатольевич, д.т.н., профессор, директор ИСВЧПЭ РАН. Приказом ФАНО
России от 24.01.2018 г. № 23 федеральному государственному автономному
научному учреждению институт сверхвысокочастотной полупроводниковой
электроники Российской академии наук присвоено имя В.Г. Мокерова.

Монографии, справочники и сборники статей
под редакцией или в соавторстве с П.П. Мальцевым

1. Цифровая обработка информации на основе быстродействия БИС /
С.А. Гамкрелидзе, А.В. Завьялов, П.П. Мальцев, В.Г. Соколов / Под редак-
цией В.Г. Домрачева. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 136 с.: илл.

2. Интегральные микросхемы: взаимозаменяемость и аналоги: Справочник /
М.А. Бедрековский, А.А Косырбасов, П.П. Мальцев. — М.: Энергоатомиз-
дат, 1991. — 272 с.: илл.
3. Базовые матричные кристаллы и матричные БИС / В.Г. Домрачев,
П.П. Мальцев, В.Г. Новаченко, С.Н. Пономарев. — М.: Энергоатомиздат,
1992. — 224 с.: илл.
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4. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / П.П. Мальцев.,
Н.С. Долидзе, М.И. Критенко, С.Н. Понамарев, В.В. Портянко, Т.Т. Посы-
саева, Л.З. Михалева. — М.: Радио и связь, 1994. — 128 с.: илл.

5. Датчики теплотехнических и механических величин: Справочник /
П.П. Мальцев, А.Ю. Кузин, И.А. Шапортов, И.А. Беспалов. — М.: Энерго-
атомиздат, 1996. — 128 с.: илл.

6. Программируемые логические ИМС на КМОП-структурах и их примене-
ние / П.П. Мальцев, Н.И. Гарбузов, А.П. Шарапов, Д.А. Кнышев. — М.:
Энергоатомиздат, 1998. – 160 с.: илл.

7. Нано- и микросистемная техника. От исследований к разработкам / Под
редакцией П.П. Мальцева. — М: Техносфера, 2005. — 592с.

8. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника. Мировые
достижения за 2005 г. / Под редакцией П.П. Мальцева. — М: Техносфера,
2006. – 152 с.

9. Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная техника. Мировые
достижения за 2008 г. / Под редакцией П.П. Мальцева. — М: Техносфера,
2008. — 432 с.

10. Базовые лекции по электронике. Т. II. Твердотельная электроника, гла-
ва 13 «Микросистемная техника» / П.П. Мальцев, В.А. Телец. – М.: Техно-
сфера, 2009. — 76 с.: илл.

11. Успехи наноинженерии: электроника, материалы, структуры / Под ред.
Дж. Дэвиса, М. Томпсона; пер. с англ. А.Е. Грахова под ред. П.П. Мальце-
ва. — М: Техносфера, 2011. – 496 с. — (16 с. цв. вклейки).

12. Управление техническим уровнем высокоинтегрированных электронных
систем (научно-технологические проблемы и аспекты развития) / А.С. Ко-
маров, Д.В. Крапухин, Е.И. Шульгин. Под редакцией П.П. Мальцева. — М:
Техносфера, 2014. – 240 с.

10 Введение




